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1. はじめに 近年 GaN デバイスは電力応用に期待されて

いるが、Si パワーデバイスと比べてコンタクト抵抗が大きい

という問題がある。更なる高効率化のためにコンタクト抵抗を

下げることは大きな課題であり、これまで n 型 GaN 再成長層

を形成する方法が注目されてきた。我々はこれまでの MBE 法

やMOCVD法などに代えてPLD法 ( Fig.1 ) を用いることでよ

り簡便に行うことを試み、低コンタクト抵抗を実現した。更に、

HSQ (Hydrogen Silsesquioxane) を用いて SiO2 マスク膜形成を

簡単化し、選択成長を実現した。 

2. PLD 法による GaN 選択再成長 Si 基板上に MOCVD 法によ

りエピ成長した AlGaN/GaN をテンプレート基板として使用し

た。この基板上に HSQ をスピンコートしてパターン形成を行う

ことでマスク層を成膜する。ドライエッチングにより

AlGaN/GaN 領域を掘り下げ、そこに Ge(2%)GaN をターゲット

に使用した PLD 法にて n 型 GaN を再成長した。その後、SiO2

マスク層をバッファードフッ酸にて除去することで、選択的な

再成長領域が形成された ( Fig.2 ) 。 

3. コンタクト抵抗測定 再成長領域上に Ti/Al を蒸着

することでオーミック電極を形成し、TLM 法にてコンタ

クト抵抗を測定した (Fig.3 ) 。 

4. 結論 測定結果よりRc = 0.17 [Ω･mm] , トランスファ

ー長 Lt = 0.292 [μm] とすると、Specific Contact Resistance 

ρc = 2.48×10
-7

 [Ω･cm
2
] と、現状報告されている中でも

最小のコンタクト抵抗が得られた[1][2]。 

また、HSQ 成膜 SiO2 マスクを用いることで簡便に選択

的な GaN 再成長領域を実現できた。 
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Fig. 1 PLD system image 

Fig. 2 selective regrowth 
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Fig. 3 TLM measurement 

y = 7.260x + 2.123

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

R
e

si
st

a
n

ce
 [

Ω
]

distance [μm]

2Rc = 2.123 [Ω]

2Lt = 0.292 [μm]

第64回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2017 パシフィコ横浜)15a-315-2 

© 2017年 応用物理学会 12-123 13.8

 


